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MENMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
PATENTE DE INVENCION
en
EspPAfa
por VEINTE afios
a nombre de N.V, PHILIP3'GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad holandesa
establecida en Emmasingel 29, Bindhoven, Holanda, por:
"DISPOSICION DE CIRCUITO PARA PRODUCIR UNA COBRIENTE DIENTE DE
SIERRA A TRAVES DE BOBINAS DEFLECTORAS DE LINEA DB UN TUBC DE
IMAGENES"

La invencidén se refiere a una disposicién de circuito para
producir una corriente diente de sierra a través de las bobinas
deflectoras de lfnea de un tubo de imégenes, estando provista
la disposicidn de circuito con un transistor cuyo cirecuito de
salida incluye las bobinas deflectoras y al que se aplica, a
travéds de un acoplamiento inductivo entre los electrodos de ba-
se y de emisor una sefial de conmutacidén pulsante que bloguea y
libera periddicamente al transistor.

Tal disposicién de circuitq es conocida, entre otros, por

la patente norteamericana 3,143.686. Sin embargo, el transistor
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(transistor bidireccional), ver col. 3, linea 53 de la patente
norteamericana 3.143,686). Tal disposicidn de circuito que tie-
ne un transistor simétrico, presenta sin embargo la desventaja
de que la duracidén de los pulsos de conmutacién que bloguean al
transistor debe ser exactamente igual al perfodo de retorno de
la corriente diente de sierra, dado que, como se describe en
esta patente (ver col. 3, linea 56) en tal diéposicidn de cir-
cuito es necesario llevar al transistor inmediatamente de vuel-
ta al estado de saturacidn al comienzo del perfodo de barrido.

Sin embargo, la excitacidn en que el perfodo de blogqueo
del transistor debe ser exactamente igual al perfodo de retorno
es mucho mds critica para fines prdcticos, dado que la duracién
del blogueo determinado por la sefial de conmutacidén depende del
ajuste del oscilador que suministra la sefial de conmutacién,
mientras que el perfodo de retorno depende del valor L de la
inductancia total en el circuito de salida del transigtor y del
valor C de las capacitancias pardsitas y capacitancias adiciona-
les, si las hubiere, en este circuito de salida. Bs diffcil ele-
gir parse cada caso (especialmente en la produccidn en masa) las
condiciones en el oscilador y en el mencionado circuito de sali-
da, de modo que Se cumpla la antes mencionada exigencia de igual=-
dad. Ademds, la igualdad originalmente ajustada exactamente, pue-
de perderse nuevamente debido a variaciomes durante el uso de la
disposicidn de circuito.

Por todas estas razones, tal disposicidn de circuito que
tiene un transistor simétrico como transistor de salida de linea
no es adecuada para uso prictico.

La disposicidn de circuito de acuerdo con la invencidn

proporciona uns solucidn que la vuelve adecuada para uso préc-
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tor esencialmente asimétrico, mientras que la duracidn de los

pulsos de la sefial de conmutacibén que bloquean al transistor es
mayor gue el perfodo de retorno de la corriente diente de sie-
rra de modo que al comienzo del perfodo de barrido, puede circu-
lar una corriente, inversa a la del final del perfodo de barrido,
a través de las bobinas deflectoras a través del diodo base-
colector liberado del transistor, mientras que la tensién de
alimentacidén del transistor excede en muchas veces, por ejemplo
en diez veces, el valor cresta a cresta de la sefial de conmuta—
cién aplicada entre los electrodos de base y de emisor.

A continuacidén se describirdn wds detalladamente unas pocas
realizaciones posibles de disposiciones de circuito de acuerdo
con la inveneidn, con referencia a las figuras que se acompafian,
en ques

La figura 1, muestra la disposicién de circuito bdsica de
acuerdo con la invengidn.

Lags figuras 2, 3 y 4 muestran disgremas de circuito equi-
valentes de la disposicidn de circuito mostrada en la figura 1
para explicar su funcionamiento.

Las figuras Sa a 5g ilustran curvas de las corrientes y
tensiones que pueden ocurrir en la disposicidén de circuito mos-
trada en la figura L.

La figura 6 muestra una segunda realizacidén de una dispo-
sicidn de circuito de acuerdo con la invencidén, en que el tran-
sistor excitador es un transistor simétrico.

Las figuras 7a a Tg muestran curvas de corrientes y ten-

siones que pueden ocurrir en la disposicidén de circuito mostrada

en la figura 6.

Ia figura 8 muestra una tercera realizacidn en que un
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capacitor estd conectado entre el electrodo de base y “er elec-
trodo colector del transistor de salida a fin de evitar osci-
laciones pardsitas.
La figura 9 muestra otro diagrams de circuito desarrolla-
5 do de la disposicidén de eircuito de la figura 8.
En la figura 1, el transistor Tl es un transistor excita-

dor cuyo circuito de colector incluye un transformador 1. El
devanado primario 2 de este transformador 1 conecta al electro-

do colector del transistor Tl a la fuente de tensién de alimen-

10 tacidén —VS . La sefial de conmutacidén 3 originade desde un osci-
lador es aplicada entre el electrodo de base y el electrodo
enisor del transistor Tl , sefial de conmutacidn que libera al
transistor Tl durante el perfiodo de retorno de la corriente
diente de sierra que circulard finalmente a través de las bo~

15 binas deflectoras Ly y durante parte del perfodo de barrido de
esta corriente diente de sierra, mientras que esta sefial blo-
quea al transistor Tl durante la parte restante de dicho pe-
rfodo de barrido. El devanado secundario 4 del transformador
1 estd conectado entre el electrodo de base B y el electrodo

20 emisor E de un transistor de salida de linea T2 . Bl electrodo
colector C del transistor de salida T2 es conectado a la com-
binacidén paralela de una bobina deflectora Ly ¥y wn capacitor Gy
mientras que el electrodo emisor E es conectado a masa. Entre
el extremo de dicha combinacidn paralela alejado del electrodo

25 de colector y masa estd conectada una fuente de tensidn de ali-
mentacidén que suministra una tensién de alimentacién V. H para el
transistor de salida de linea T2 . Como se describird mds ade-
lante, se requiere para la disposicién de circuito de acuerdo
con la invencidn que la tensgidn VH exceda muchas veces la ten—

30 sibn de conmutacidn sobre el diocdo base-emisor del transistor
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T,. Por ejemplo, en la realizacién mostrada en la figura 1, la
tensidn VH es igual a 220 V mientras que la tensién VS asciende
a solamente 7 V, siendo la relacién de transformacién del trans-
formador 1 igual a ltl. La tensién VS y esta relacién de trans-
formacidén determina el valor cresta a cresta de la sefial de
conmutacidn final que es operativa entre los electrodos de ba-
se y de emisor del transistor T2 a través del secundario 4.

Como se ha establecido en el exordio, el transistor de

salida de lfnea T, de la figura 1 es de una estructura muy par-

2
ticular., Bn primer lugar este transistor debe ser capaz de so-
portar una tensién muy alta.

En segundo lugar, este transistor debe ser esencialmente
asimétrico, lo que implica que el transistor T2 debe ser capaz
de soportar una corriente de base que al comienzo del perfodo
de barrido es igusl a la corriente que circula a través del
circuito colector. Por lo tanto, el espacio de base del tran-
sigstor T2 debe ser calculado para transportar tal corriente
elevada. Como se explicard mds adelante, finalmente se presen-
ta una situacién en que el diodo base-colector Dy, ¥ el diodo
base~emisor DEZ son simultdneamente desbloqueados. En la pric-
tica el transistor T2 debe ser adecuado para ser usado en esta
situacibén en que ambos diodos son desbloqueados y conducen co-~
rrientes comparativamente altas.

A fin de explicar lo que antecede y el funcionamiento de
la disposicidn de circuito mostrada en la figura 1, la figura 2
muestra el diagrama de circuito equivalente de la disposicién
de circuito de la figura 1. En esta figura, el transistor Tl
estd representado como un disyuntor Tl" Je supone que el trans—
formador 1 es un transformador ideal que tiene un valor de in-

ductancia Lx v que estd conectado en paralelo con el diodo
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b "
agse~emisor DEZ

un transistor de tipo npn, el 4nodo de este diodo estéd conecta-

- Bn vista del hecho de que el transistor T2 es

do al punto basé ﬁ,mientras que su cdtodo estd conectado al
punto emisor E, buntos que corresponden a los indicados en la
figura L.

Bl disyuntor Tl estd conectado en serlie con la fuente de
tengidn de alimentacidn VS que suministra la tensidn aplicada
entre el electrodo de base B y el electrodo emisor E del tran—
sistor T2 gl el transistor Tl estd en el estado conductor, que
corresponde al estado cerrado del disyuntor Tl en lgz figura 2.

BEn la figurs 2 el diocdo ch representa el diodo base~colec-
tor del transistor T2, diodo que es derivado por una fuente 5
que suministra la corriente de emisor amplificada CK IE. Bl dia~
grema de circuito equivalente de la figura 2 incluye también la
bobing deflectora horizontal Ly y su capacitancia paralela Cy
v la fuente de tensidn de alimentacién Vﬁ, Como es evidente de
la figura 2, no se incluye una fuente de corriente X Iy Bn la
préctica, esta fuente deberfa ser conectada en paralelo con el
diodo base~emisor DEZ’ pero como se ha establecido precedente-
mente, el transistor T, es esencialmente asimétrico, lo que
significa que la fuente de corriente < Ic suministra una co-
rriente despreciablemente baja y por lo tanto puede ser omiti-
da.

La sefial de conmutacidn 3 asegura que el transistor Ty
gque funciona como un transistor excitador esté alternstivamente
en el estado conductor y no conductor. Uonsecuentemente una se-
fial pulsante de un valor (:L-a-b)VS en el instante ﬁz vy de un valor
(l+C)VS en el instante t4 , es producida sobre el secundario 4.

Esto puede explicarse de la manera siguiente., 5i el transistor

Tl es conduetor (si el disyuntor T, estéd cerrado), el primario 2
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estd a una tensidn de Vv, volts. Dadé que la relacidn de trans—
formacidn entre los devanados 2 y 4 es aproximadamente 1l:l, el
valor de la tensién en el secundario 4 es igual a la de la ten-
gién en el primario 2. Consecuentemente en el intervalo de
tiempo de o a tz en que el transistor Tl es conductor, la ten-
sién en el secundario 4 es también igual a VS volts. Sin embar-
g0, dado que la componente de corriente continua se pierde de-
bido al acoplamiento inductivo entre los devanados 2 y 4, la
gefial de conmutacidn VBEZ finailmente operativa entre el elec—
trodo de base y el electrodo emisor del transistor T2, tendrd
un valor promedio de 0, que estd representado por la linea 6
en la figura 5a. Dado que la superficie por debajo de la linea
6, consecuentemente debe ser igual a agquella por encima de la
misma, la tensidn sobrepasa la lfnea 6 en un valor bVS en el
instante t2 ¥y en un valor ch en el instante t4. Como es evi-
dente de la figura 5a, la tensidén de conmutacién Vogo 1O es
constante durante el tiempo en que el transistor T2 conduce
corriente, sino que aumenta ligeramente., YEsto se debe al hecho
de que durante este perfodo la corriente de emisor IE2 no es
constante sino que aumenta linealmente, como es evidente de la
figura be.

Por lo tanto, la tensidn VBE2 tiene un valor negativo de
Vé volts. durante el intervalo de tiempo de O a t2 mientras que
en el instante t2 1la tensidn VEE2 salta del valor --VS a un va~
lor +bVS. Por lo tanto, en la figura 2 y también en las figuras
3 y 4 siguientes, la fuente de tensién conectada con el disyun-~
tor de tiempo Tl suministra una tensidn continua de Vé volts,

esto es la tensidén de bloqueo operativa entre el electrodo de

base y el electrodo emigsor del transistor T2 si el disyuntor Tl

estd cerrado durante el intervalo de tiempo de O a t2. En el
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instante tz, el disyuntor Tl es abilerto y en ese instante la
tensibn sobre el electrodo de base B es igual a *bVS voltse

El punto de partida estd ubicado en el instante O y se supone
que en este instante circula una corriente ILy a través de la
bobine deflectora Ly, corriente que tiene el valor indicado en
la figura S5b. En el instante 0, el disyuntor Tl estd cerrado,
lo que significa que el transistor T2 estd bloqueado. La ener—
gla electromagnédtica acumulada en la bobina Ly como resultado
de la corriente que circula a través de esta bobina en el ins-
tante O comienza a oscilar en sentido decreciente a lo largo
de un curso eosinusoidal cuya frecuencia y por lo tanto su
perfodo de retorno, estdn determinados por los valores de

Ly Yy Cy . Bsta oscilacién decreciente ocurre desde el instan-
te 0 al instante tl , esto es el periodo de retorno de la co-
rriente diente de sierra ILy . Bl hecho de que esta oscilacidn
decreciente termine realmente en el instante tl puede ser ex~
plicado de la manera siguiente: Como resultado de la oscila-
¢idn decreciente cosinusoidal de la corriente ILy’ la tensién
sobre el circuito paralelo oscila decrecientemente a lo largo
de un curso sinusoidal. Consecuentemente, la tensidn VCE2
el colector C del transistor T, tiene un curso como el mostrado

2
en la figura 5f durante el intervalo de tiempo de O a tl . Bsta

sobre

oscilacién decreciente de la tensién continua hasta que el elec-
trodo colector C del transistor TZ se vuelve negativo con res-
pecto al electrodo de base B del mismo. Este es el caso en el
instante tl . 5i el electrodo colector C es negativo con res-—
pecto al electrodo de base B, el diodo base-colector D02 con~—

duce una corriente I02 , de modo que se presenta ia situacidén
mostrada en la figura 3. Si el disyuntor Tl estd cerrado, el

diodo DE2 no conduce corriente de modo que también la corrien-—
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base-emisor DE2 son omitidos en la figura 3. Sin embargo, si
el diodo D02 es conductor, nuevamente es producida una tensidn
constante que constituye la suma de las tensiones Vﬁ y VS S0—
bre la bobina deflectora Ly' Lo suma de estas tensiones deter-
mina, por lo tanto, la pendiente de la corriente diente de sie-
rra que circula desde el instante tl al instante t2 . Ademds,
la oscilacién decreciente del circuito Lycy termina en el ins-
tante tl. Cuando el transistor T2 tiene las propiedades antes
citadas, se logra que la corriente de colector IC2 que circula
durante el intervalo de tiempo de tl a t2 sea igual a la co~
rriente de base instantdnea I332 , dado que la corriente de

emisor I, ¥y la corriente de emisor amplificada X I,, son

E2
ambas igual a 0. Por lo tanto, la corriente de base IBa tendrd
la misma configuracidén que la corriente de colector I02 duran—~
te el intervalo de tiempo de tl a t2 s, 10 que es evidente de
las figuras S5c¢c y 5d. En la figura 5e¢, la corriente de colector
102 que ¢ircula durante el intervalo de tiempo de tl a t2 es
negativa, dado gue es opuesta a la corriente < IE2 que es la
corriente de colector normal si el fransistor T2 funeiona
realmente como un transistor. La corriente I02 = I332 circula

de vuelta a través del disyuntor Tl « Durante el perfodo de
retorno de O a tl, cuando IB2 no estd presente aidn, la corrien-

te a través del disyuntor T es determinada por Ix= vs tl ,

es decir por el valor de la bobina Lx y la tensidn
aplicada Vs . Durante el intervalo de tiempo de tl a t2 , la
corriente a través del disyuntor T, es igual a Ix - IB2 .

Bsto es evidente de la figura 5g en que se muestra la co-
rriente de colector Icl' Por 1o tanto, la corriente que circu-

la de vuelta a truvés del cirecuito de base del transistor T2
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reduce la corriente del transistor excitador Tl . La linea
interrumpida en la figura 5g indica el curso de la corriente
que circularia a través de Tl si no ocurriese este efecto.
Hste efecto puede ser congiderado como una venbaja adi-
cional de la disposicidn de circuito de acuerdo con ls inven-
cidn, dado gue como es evidente de los nimeros que figuran en
la figura 5c, la corriente de colector 102 tiene un valor de
-0,6 A en el ingstante tl’ valor gque disminuye en el instante
t2 a aproximadamente 0,3 A. Dado que en este intervalo de
tiempo, la corriente de base IB2 es igual a la corriente de
colector I02 ¥ la corriente de base tiene un valor comparati-
vemente elevado debido al valor bajo de o' también durante
la parte restante del intervalo de tiempo, esto es de t2 a t4,
esto significa que la corriente de base IB2 tiene constante-
mente un valor comparativamente alto. Esta corriente debe ser
suministrada finalmente a través del transistor excitador Tl.
i no se lograra la ventaja de la disminucién en la corriente
de colector ICl durant e el intervalo de tiempo tl a t2, la
corriente de magnetizacién total para el transformador 1 de-
beria ser suministrada por el transistor Tl a fin de propor-
cionar la posibilidad de que la corriente de base deseada IB2
circule durante el intervalo de tiempo de t2 a t4 . Durante
el intervelo de tiempo de tl ) tz s 41a corriente de colector
IGl tendria entonces una configuracién como la representada
por la linea interruwpida de la figura 5g. Como consecuencia
de esto, la corriente de colector promedis IGlgem no tendria
el valor mostrado por la lines de puntos y rayas 7 en la fi-
gura 5g, sino que este valor serla considerablemente mds alto.

Esto implicaria no solamente que la potencia excitadora sumi-

nistrada serfa mucho mds alta sino tambidn que el transistor
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Tl deberia ser capaz de soportar una disipacidén mucho meyor.
Bsto se evita por el efecto adicional favorable de la corrien—
te de colector decreciente IOl durante el intervalo de tiempo
tl a t2 0

En el instante %, , el disyuntor Tl es abierto y se pre-

2
senta una gituacidén como la mostrada en el diagrama equivalenw
te de la figura 4. Como se ve de la figura 5a, cuando el dis-
yuntor T, es abierto, la tensidén en el electrodo de base salta
a un valor +bVS . Beto implica que cuando es abierto el dis-
yuntor T, , la tensién en el punto B salta en (l-l-b)Vs volts.
Como es evidente de la figura 5f, sin embargo, la tensién en

el punto C saltard también en el mismo valor, dado que el dio-
do base-colector D02 permanece abierto. Por lo tanto la tensiédn
en el dnodo del diodo DCZ

diodo tiende a permanecer conductor. La tensidén sobre el diodo

se vuelve positiva de modo que el

conductor es substancialmente cero, sin embargo, de modo que
un salto de la tensidn en el punto B resulta en un salto de la
tensibén en el punto c¢. Debido a dicho salto de tensidn, varia
también la tensidn sobre la bobina Ly . Cuando el disyuntor Tl
estaba cerrado, la tensidn sobre esta bobina era igual a

Vﬁ + 'V'S volts, y después del instante t2 esta tensidn es igual
a VH - sz volts. Dado que la tensidn VH es muy alta, gin em—
bargo (en la realizacién correspondiente 220 V), y la tensién
VS es baja solamente, en este caso T V, la tensién (l-l-b)Vs volts,
que es la diferencia entre las tensiones sobre la bobina Ly
antes y después del instante t2, es despreciablemente baja con
respecto a la tensién VH + La curvatura que ocurre en la co-
rriente de colector 102 ¥y por lo tanto en la corriente ILy
como resultado de este salto de tensidén es también, por lo

tanto, despreciablemente pequefio.
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Esta curvatura por lo tanto nd ;;g;}; ser obgervada en un
oscilégrafo,.

Consecuentemente, aungue la corriente de colector 102 subg-
tancialmente no varfa cuando es abierto el disyuntor Tl, la co-

rriente de base IB2 v la corriente de emisor I, del transistor

B2
T2 v la corriente de colector ICl del transistor Tl son variadas
con certeza, dado que cuando es ablerto el dilsyuntor Tl, la co-
rriente de ‘transistor Icl se vuelve O.

Dado que la corriente Ix a través de la bobina LX no puede
saltar tampoco y esta corriente era igual a IB2 + ICl antes del
instante %, después del instante t, la corriente de base Ip,
debe ser igual a Ix debido a la desaparicién de la corriente de
colector IOl . Sin embargo, dado que la corriente Ix no puede
saltar, este salto debe ser efectuado por la corriente de base

IB2 . Como es evidente de la figura 5d, la corriente de base
IBZ salta en poco mds de 0,6 A (de aproximadsmente 0,3 A a li-
geramente méds de 0,9 A4), que es justamente el valor de la co-
rriente de colector ICl en el instante t2 . Dado gue la corrien—
te de colector I02 substancialmente no varia, esta corriente
adicional debe ser recogida por el diodo base-emisor DE2 a tra-
vés del cual comienza a circular una corriente de emisor IE2
gue muestra un salto igual al de la corriente IBZ’

Dado que, como se ha establecido precedenteﬁente, el diodo
D02 permanece desbloqueado en el instante t2 ¥y dado gque la co~
rriente de colector I02 no varfa, la situacidén existente perma—
nece realmente sin cambio y el diodo DGZ puede actuar como un
cortocircuito para la fuente 5 de modo que la corriente IE2
no cireula adn a pesar del hecho de que la corriente de emisor
IE2 ya no es 0.

Bsta situacidn se mantiene aproximadamente hasta el instante
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M gt

t3 en que la corriente de colector Icé se’%ﬁelve 0. Esto sig-
nifica que en este instante la energla electromagnética ha
desaparecido completamente de la bobina deflectora Ly y debido
al hecho de gue por la aperiura del disyuﬁtor 'l‘l en el instan-
te t2 ya se han cumplido todas las condiclones pars un funcio—
namiento normal del transistor T2 , la corriente de base apli-
cada desde el instante tj mantiene al transistor Tz en el es-
tado saturado.

En la realizacidn mostrada en la figura 1, o' tlene un
valor bajo de modo que también durante el funcionamiento normal
la amplificacidn de corriente desde la base al colector es pe-
quefia. en el intervalo de tiempo de t3 a t4 . Con corrientes
como las mostradas en la figura 5, o' asciende a 1,5. En lo
demds, el funcionamiento del transistor de salida de linea T2
en el intervalo de tiempo de t3 a t4 es igual al de un transis-
tor convencional de modo que la corriente I02 ¥ por lo tanto la
corriente a través de la bobina deflectora Ly aumentard a un
valor determinado que, como se ha establecido precedentemente,
es determinado por la tensidn VH - bVS « Bn el instante t4 ’
el disyuntor Tl es cerrado nuevamente y se repite el mismo ci-
clo descrito para el intervalo de tiempo de O a t4 que es un
ciclo T de la sefial diente de sierra ILy'

Aunque en lo que antecede se ha supuesto que el transistor
T2 es un transistor del tipo npn y que el transistor Tl es un
transistor del tipo pnp, estos transistores pueden ser de cual-
quier otro tipo. Solamente debe ser tomada en cuenta la polari-
dad de las tenéiones de alimentacién Vg v Vs aplicadas y la
direceidn de devanado del transformador 1.

Como alternativa, el colector C del transistor T2 puede ser

conectado a masa en lugar del emisor E. En este caso, es deseable
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tambidn intercambiar la combinacidn paralela de Ly Vg Cy con
la fuente de tensidén de alimentacidn VH de modo gue de hecho
se obtiene una disposicidn de colector a masa cuyo funciona-
miento es andlogo, sin embargo, al de la disposicibn de la fi-
gura l.

Tampoco se requiere establecer siempre el acoplamiento
con el electrodo de‘base del transistor T2 a través de un
transformador. Podrie ser suficiente una bobina que esté co-
nectada en paralelo entre el electrodo de base y el electrodo
emigor del transistor T2 , mientras que el transistor disyun-
tor Tl puede ser digpuesto entre la fuente de tensidn de ali-
mentacidn Vs y esta bobina.

Una segunda realizacidén de una disposicién de circuito de
acuerdo con la invencidn se muestra en la figura 6. Bsta rea-
lizacidn difiere de la de la figura 1 en que en lugar de un
transistor excitador asimétrico Tl se usa un transistor simé-
trico del tipo npn. Como resultado la seiial de conmutacién de-
be ser también de polaridad opuesta y por lo tanto tiene una
configuracidp como la representada por la sefial 3' en la figu~
ra 6. Ademds, el transistor excitador Tl es alimentado ahora a
través de un miembro RC que consiste del resistor 8 y un capa-
citor grande 9. Ademds, el transformador 1 es elegido de modo
que sea considerablemente mayor que el transformador 1 corres-
pondiente de la figura 1. Consecuentemente, la corriente de
nagnetizacidn requerida para mentener la corriente de base

deseada IB2 durante el intervalo de tienpo de t2 a t4 puede

ser considerablemente menor gue en el caso correspondiente de
Vs
L

X

tra en la figura 3, corriente que circula a través de la bobi-

la figura 1 dado que la corriente Ix = ¥, como se mues—

na L., serd considerablemente menor en la disvosicidn de cir-
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cuito de la figura 6 que en la de la figura 1 durante el inter-
valo de 0 a t (ver figuras 5g y Tg).

Debido al hecho de que durante el intervalo de tiempo de
0a tl la corriente ICl ha asumido un valor mucho menor por el
aumento de Lx resultante del aumento del tramsformador 1, mien-
tras que la corriente de colectqr 102 gue comiensza a circular
en el instante tl no ha variado, la disminucidn de la corriente
de colector Iy serd tal que esta corriente de colector cambia
su signo, lo que es evidente de las figuras Tg. Por esta razdn,
el transistor Tl de la figura 6, es un transistor simétrico.
Naturalmente, podria partirse en principio nuevamente del hecho
que la inversidén de la corriente de colector IGl resultaria en
el desbloqueo del diodo base-colector del transistor Tl . Bsto
significarfa, sin embargo, que una corriente adicional serfa de~
rivada desde el oscilador que suministra la sefial de conmutacién
3', Bsto tendrfa una reaccidn desfavorable sobre el oscilador de
modo gue su frecuencia podria variar y consecuentemente podrfia
perderse la sincronizacidén de la deflexidén horizontal. Sin enm-
bargo, cuando se usa un transistor simétrico y cuando se asegu-
ra que el transistor Tl sea mantenido constantemente en el esgta~
do saturado por la corriente de base IBl circulante, este peli-
gro puede ser evitado. Bsto influencia también la Lliberacidn
del trensistor Tl , dado que en el intervalo de tiempo de tl a

t. la corriente excitadora es negativa. Bsto significa que el

5
electrodo colector del transistor Tl funciona como un emisor.
Consecuentemente, el diodo base-colector del transistor Tl en
la prdctica deberla ser blogqueado por la tensién de bloqueo, lo
que es substancialmente imposible debido a la corriente super-

puesta desde el circuito colector. Preferiblemente el instante

de desconexidén del transistor Tl es desplazado, por lo tanto,

- 15 =
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de tz a ts . Bsto significa que el intervalo de tiempo de O a
tz mostrado en la figura 7, que es vdlido para la disposicidn
de circuito de la figura 6, es alargado con respecto al mos-
trado en la figura 5 que es vdlido para la disposicidn de cir-
cuito de la figura l. Sin embargo, deberla tomarse en cuenta
que el instante t2 debe preceder, en sentido absoluto, al ins-
tante t3 , dado que desde el ingtante t3 el transistor T2 debs
ser capaz de funcionar nuevamente como un transistor normal,
lo gque solamente es posible en el caso en que el transistor Tl
esté bloqueado. Como es evidente de la figura 7, sin embargo,
existe una amplia posibilidad de eleccién, dado que el inter-
valo de tiempo de t5 a t3 constituye una fraccidn bastante
grande del ciclo T.

Como se ve de las figuras Tec y Td, c{' para el ‘transistor
T2 de la figura 6 es elegido considerablemente méds alto que en
la realizacidén mostrada en la figura l. En el caso de la figu-
ra 6, o' es elegido igual a 6. Se apreciard, sin embargo, gue
tanto en el caso de la figura L como en el de la figura 6, pue-
den elegirse también otros valores para of'. Cuando se usa un
transistor excitador Tl simétrico, X' del transistor Ta cox—
secuentemente puede asumir valores considerablemente mis altos.
As{ es posible atin un valor de o{' = 10 ¢ ain mayor.

En lo gue antecede, se ha supuesto siempre que VH = 220 V,
mientras que'(l+b)vs 7~ TV= Esto resulita en una relacidn de
220/7 oy 30, 10 que significa que la tensidén de alimentacidn
aplicada al transistor T2 es aproximadamente 30 veces el valor
cresta a cresta de la sefigl de conmutacidén splicada entre el
electrodo de base y el electrodo emisor de este transistor TZ'

En general se obitiene una disposicién de circuito gue funciona

satisfactoriamente si para el transistor T2 es vélida la rela-
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cién Vy / (l-l-b)VS > 10, Sin embargo, se apreciard que dicha re-

lacién no puede ser reducida sin limitacidn, dado que de otro
modo el curvatura en la corriente diente de sierra ILy que ocu-
rre en el instante t2 gse vuelve excesivamente grande. Ademds,
para un valor de Vﬁ excesivamente bajo, la corriente de colector
102 deberia asumir un valor demasiado alto, dado que el producto
de la corriente y la tensidn indica la potencia requerida para
obtener en una bobina Ly determinada la deflexidn deseada del
haz electrdénico. Asf si VH es elegido mds bajo, I02 debe ser
elegido mds alto. En el intervalo de tiempo de tl a t2 es vélido
que I02 = IB2 de modo que una 102 nés alta resulta en una IB2
mds alta, lo que podrfa hacer que la corriente de base asuma un
valor excesivamente alto. Por 1lo tanto puede decirse gque una
relacidn entre VE y V2 de 10 : 1 es substancialmente la relacidn
ninima a la cual una disposicién de circuito puede funcionar sa-
tisfactoriamente.

Como se ha establecido precedentemente, en la disposicidn
de circuito de la figura 6, el valor cresta a cresta de la serial
de conmutacidn 3' debe tener un valor tal que el transistor ex—
citador Tl permanezca en el estado saturado durante el intervalo
de tl a t2 de modo que se asegure que la sefial de conmutacidn 3!
conmute al transistor Tl y ¥ que las tensiones suministradas al
electrodo colector no puedan bloquear prematuramente a este tran-
sisbor.

Adenmds es evidente de la figura Tg que la corriente de co-
lector promedia del transistor Tl es muy baja debido al hecho de
gue esta corriente se vuelve negative durante el intervalo de
tiempo de tl 2 t5 . Bsta corriente promedio podrfa aun ser redu-
cida a 0 si es vdlido que 0, + O3 = 0, , designando Op, 0, ¥ O3

las superficies mostradas en la figura T. Sin embargo, en la
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grande que O2 de modo gque circula una corrieante positiva a tra=-
vés del resistor 8. Sin embargo, esta corriente puede ser mante~
nida muy baja sligiendo O2 de modo que difiera sélo ligeramente
de 04 + 03 de modo que la disipacibn en el resistor 8 sea come
parativamente baja a pesar del hecho de que se requiere un va-
lor alto para este resistor. Bl valor correcto de la tensién VS
producida sobre el capaciior 9 depende de la relacidn entre las
superficies Ol, O2 vy O3 que, con un dimensionamiento determinado

del transistor de salida T depende a su vez del valor de in-

29
ductancia de la bobina Lx ¥ del valor del resigstor & a una ten-
gién de alimentacidn Vy determinada.

La disposicién de circuito mostrada en la figura 6, por lo
tanto proporciona, en comparacién con la de la figura 1, la
ventaja que no necegita estar disponible una tensidén de alimen-
tacién VS baja separada. As{, resulta atractivo derivar de esta
disposicién de circuito, también las tensiones de alimentacidn
para la parte restante de un receptor de televisién transisto-
rizado. Por lo tanto en este caso se economiza un transiormador
de alimentacidén. Bsto puede ser logrado, por ejemplo, acoplando
las bobinas deflectoras Ly con un transformador de sulida de
1linea y proveyendo al transformador con una derivacidn desde la
cual pueden ser derivados pulsos de baja amplitud. Después de
ger rectificados y flltrados, estos pulsos pueden producir la
tensidn de alimentacidn para los restantes transistores en el
receptor. Debe Tomarse en cuenta que en este caso el oscilador
que suministra la sefial de conmutacidén 3' es alimentado también

con esta tensibén de alimentacidn. Sin embargo, esta tensidn de

alimentacidn no estd presente antes gque sean excitados los

transistores Ti \'s T2 « Por lo tanto, a fin de volver a la dis-—
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posicidn de circuito de auto-arranque, debe asegurarse que esta
excitacidén se produzca automfticamente cuando es conectada la
tensién de alimentacidn Vﬁ . Bsto puede lograrse, por ejemplo,
proveyendo un capacitor de realimentacién entre la base y el
electrodo colector del transistor Tl de modo que este transis—

tor se vuelve auto~oscilante cuando es conectada la tensidn de

alimentacidn VH . Sin embargo, cuando la sefial de conmutacidn

3' se vuelve disponible a un valor correctamente elegido de di-
cho capacitor de realimentacién, esta excitacidn tiene una in-
fluencia mayor que la accién de realimentacidén de modo que el
transistor Tl se vuelve luego, nuevamente, un transistor exci-
tador normalmente excitado.

De las figuras 5b y Tb se sigue que la corriente que circu-
la a través de la bobina Ly antes del instante tl circula de
vuelta o travds del capacitor Cy . Después del instante t, esta

corriente de capacitor debe ser tomada por el circuito colector

del transistor T2 o Beto significa que la corriente de colector
del mismo debe saltar de cero al valor que tiene la corriente
de capacitor en el instante tl . Bsto es posible debido al hecho
de que, como gse ha esgtablecido precedentemente, el diodo base-
colector DCZ es liberado en el ingtante tl . Como se muestra en
la figura 8, sin embargo, las conexiones con la bobina Ly in-
cluyen inductancizs pardsitas Lp . Si debido a esta inductancia
Lp esta corriente fuera 0 antes del instante tl , Mientras que
después de este instante comenzara a circular abruptamente una
corriente a través de esta inductancia, las inductancias Lp son,
abruptamente excitadas, lo que junto con las capacitancias pa-
résitas en el circuito darfa lugar a oscilaciones pardsitas en
el comienzo del perfodc de barrido. Bste es el caso si el capa-

citor Cy es conectado en paralelo con la bobina LY o
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A fin de evitar que ocurran estas oscilaciones pardsitas,
otra mejora de la disposicién de circuito de acuerdo con la
invencidén consiste en que el capacitor Cy es conectado entre
el electrodo de base B y el electrodo colector C del transistor
T2 . Desde el instante tl la corriente de capacitor, entonces,
es pasada simplemente al diodo D02 que se abre en este instante;
esto no implica una variacidén del camino de corriente. Se evita
una excitacidn abrupta de lasg inductancias pardsitas Lp y por
lo tanto la aparicidn de oscllaciones parédsitas.

Finalmente la figura 9 muestra en mayores detalles un dia-
grama de circuito de la disposicién de circuito de la figura 8.
De la figura 9 es evidente que la tensién de suministro VH es
obtenida mediante una rectificacidén directa de la tensién de
red. Para este fin, la tensidn de red es aplicada a través del
disyuntor principal 8 a un rectificador Dl gue rectifica esta
tensidn de red y que, después de filtrado de esta tensidn en
. la

3
tensidn de alimentacién Vﬁ . Bsta tensidén de alimentacidn Vﬁ

los elementos R3 , 03 v 04 produce sobre el capacitor C

es aplicada a un transformador de salida de linea 10 entre sus
devanados 11 v 12. Estos devanados estdn subdivididos a fin de
asegurar que los pulsos de tensidén 14 y 15 producidos en los

extremos de los devanados 11 y 12, respectivamente, tengan po=-
laridades opuestas, Para esto es favorable que la bobians de-

flectora Ly esté conectada en serie con el miembro de control
de linealided L2 ¥y el capacitor bloqueador 02 entre dichos ex=-
tremos de los devanados 1l y 12, dado que en egte caso las in-
ductancias pardsitas en log devanados 11 y 12 no pueden dar

lugar a interferencias indeseadas. Como resultado de las pola-
ridades opuestas de los pulsos 14 y 15, los conductores largos

que se extienden desde dichos extremos de los devanados 11 y 12
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hasta la bobina deflectora L& deslizada alrededor del cuello del
tubo de imagen, no emitird radiacidn.,

El transformador 10 incluye ademds un devanado de alta ten—
sidn 16 que eleva los pulsos de modo que, después de ser recti-
ficados en el diodo de alta tensién D2 , ellos suministran la
tensidn de aceleracidn para el 4nodo final del tubo de imagen,
tensidn de aceleracidn que es suministrada a este 4nodo final a
través del conductor 17.

Bgta solicitud que corresponde a la presentada en Holanda,
el dfa 17 de septiembre de 1965, bajo el n® 6.512.106, se acoge
a los beneficios del artfculo 51 del vigente Estatuto sobre Pro-

piedad Industrial.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se presentan
para que sean objeto de esta solicitud de Patente de Invencién
en Bgpafia, por VEILTE afios, son los sigulentes:

L.~ Disposicién de circuito para producir una corriente
diente de sierra a través de bobinas deflectoras de linea de un
tubo de imégenes, disposicidn de circuito que estd provista con
un transistor en cuyo circuito de salida estdn inclufdas las bo-
binas deflectoras y al que es aplicada, a través de un acopla-
miento inductivo entre el electrodo de base y el electrodo emi-
sor, una sefial pulsante de conmutacidén que bloquea y libera pe-
riddicamente al transistor, caracterizada vorque el transistor
usado es un transistor esencialmente asimétrico, siendo la du-
racidén de los pulsos de la sefial de conmubacién que bloquea al

transistor mayor que el perfodo de retorno de la corriente dien-
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te de sierra, de modo que al comienzo del perfodo de barrido

puede circular una corriente inversa a la del final del perfodo
de barrido a través de las bobinas deflectoras, a través del
diodo base-=colector liberado del transistor, mientras que la
tensidn de alimentacidn del transistor excede en muchas veces,
por ejemplo, en al menos 10 veces, el valor de cresta a cresta
de la sefial de conmutacibn aplicada entre el electrodo de base

¥y el electrodo emisor.

2.~ Disposicidén de circuito de acuerdo con la reivindica-
cién 1, caracterizada porque el acoplamiento inductivo esté
constitufdo por un transformador los dos extremos de cuyo deva-
nado secundario estén directamente conectados al electrodo de
base y al electrodo emisor del transistor, mientras que su de-
vanado primario estd conectado en serie con el camino base—co-
lector de un transistor excitador para una tensidn de alimenta~
cién VS cuyo valor es considerablemente menor, al menos 10 ve-
ces menor, que el de la tensifn de alimentacidn Vy del primer
transistor mencionado,

3.~ Disposicidn de circuito de acuerdo con la reivindica=-
cidn 2, caracterizada porgue la relacibén de transformacidn ene
tre el primario y el secundario del transformador es 1 : 1,

4.~ Disposicidén de circuito de acuerdo con cualguiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque el valor
de inductancia de dicho acoplamiento inductivo es elegido tan
alto que la corriente que circula a travéds del mismo durante el
perfodo de retorno de la corriente diente de sierra es menor
que la corriente inversa de colector del primer transistor men-
cionado que circula inmediatamente al comienzo del perfodo de
barrido a través de su diodo base~colector instantdneamente

desbloqueado y produce una inversién de la direccién de la co-
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rriente emisor-colector del transistor excitador.
5.~ Disposicién de circuito de acuerdo con la reivindica-

cidn 4, caracterizada porque el transistor excitador es un
transistor simétrico.

6.~ Disposicién de circuito de acuerdo con la reivindica~
eibn 5, caracterizada porque la fuente de suministro de tensién
para el transistor excitador es un capacitor que estd conectado

a través de un resistor a la misma fuente de suministro de ten—

sidn que el primer transistor mencionado.

7.~ Disposicién de circuito de acuerdo con la reivindica-
cién 6, caracterizada porque el valor de inductancia del aco-
plamiento inductivo es elegido de modo que una corriente prome-
dio diferente de 0 es derivada para el transistor excitador des-
de la fuente de tensidn de alimentacidn del primer transistor
mencionado.

8.- Disposicién de circuito de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque a fin de
evitar oscilaciones pardsitas el capacitor Cy determinador del
perfodo de retorno estd conectado entre el electrodo de base y
el electrodo colector del primer transistor mencionado.

9.~ Disposicidn de circuito para producir una corriente
diente de sierra a travéds de bobinas deflectoras de linea de
un tubo de imdgenes.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, re=-

presentado en los dibujos que se acompaflan y con los fines que
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se han especificado.
Esta Memoria consta de veinte ¥y cuatro hojas escritas a

miguina por una sola cara.

Madrid, 15 SEP. 466
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